wo 2025/093586 A 1|00 0 TR0 O OO

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

Organisation Mondiale de 1 N
) Propricté Intelloctuelle g A0 T 0 RO 000 O 1

Bureau international (10) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale — WO 2025/093586 A1l
08 mai 2025 (08.05.2025) WIPQO I PCT

(51) Classification internationale des brevets : (71) Déposant : SOITEC [FR/FR] ; Parc Technologique des

HO1L 21/02 (2006.01) H10D 30/66 (2025.01) Fontaines Chemin des Franques, 38190 BERNIN (FR).
HOIL 21/18 (2006.01) HI0D 62/532 (2023.01) (72) Inventeurs : GUIOT, Eric ; c¢/o SOITEC Parc Technolo-

H10D 12/01 (2025.01) H10D 84/83 (2025.01) . . .

HIOD 30/01 (2025.01) HI0D 88/00 (2025.01) gique des Fontaines Chemin des Franques, 38190 BERNIN
(FR). PICUN, Gonzalo ; c/o SOITEC Parc technolo-
(21) Numéro de 1a demande internationale : gique des Fontaines Chemin des Franques, 38190 BERNIN
PCT/EP2024/080650 (FR). BOUDET, Thierry ; c/o SOITEC Parc technolo-

(22) Date de dépét international : gique des Fontaines Chemin des Franques, 38190 BERNIN
?'0 octobre 2024 (30.10,2024) (FR). SCHWARZENBACH, Walter ; c/o SOITEC Parc
- A Technologique des Fontaines Chemin des Franques, 38190
(25) Langue de dépot : frangais BERNIN (FR).

(26) Langue de publication : frangais  (74) Mandataire : REGIMBEAU ; 20, rue de Chazelles, 75847

PARIS CEDEX 17 (FR).
(30) Données relatives a la priorité : ER)

FR2311987 03 novembre 2023 (03.11.2023) FR  (81) Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) . AE, AG, AL, AM, AO,

(54) Title: SUBSTRATE AND PRODUCTION METHOD THEREFOR FOR PRODUCING A WIDE-BANDGAP BIDIRECTION-
AL SWITCH

(54) Titre : SUBSTRAT ET SON PROCEDE DE FABRICATION POUR LA REALISATION D'UN COMMUTATEUR
BIDIRECTIONNEL A LARGE BANDE INTERDITE

FIG. 4

(57) Abstract: The invention relates to a substrate and the production method therefor for producing a bidirectional switch, the method
comprising: - transferring, to the front face of a carrier substrate, a first seed layer (21) made of a wide-bandgap polar semiconductor
material; - transferring, to the rear face of the carrier substrate, a second seed layer (22) made of the wide-bandgap polar semiconductor
material, wherein these transfers are carried out so as to expose a surface of a first type (F1) of the first seed layer (21) and a surface of
the first type (F1) of the second seed layer (22), and wherein a surface of a second type (F2) of the first seed layer (21) and a surface
of the second type (F2) of the second seed layer (22) are at the interface with the front face and the rear face of the support substrate,
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(57) Abrégé : L'invention propose un substrat et son procédé de fabrication pour la réalisation d'un commutateur bidirectionnel Ce
procédé comprend : - le report sur la face avant d'un substrat support d'une premicre couche germe (21) en un matériau semi-conducteur
polaire a large bande interdite, - le report sur la face arri¢re du substrat support d'une deuxi¢éme couche germe (22) en ledit matériau
semi-conducteur polaire a large bande interdite, Ces reports sont réalisés de sorte a exposer une surface d'un premier type (F1) de la
premiere couche germe (21) et une surface du premier type (F1) de la deuxieme couche germe (22), une surface d'un deuxie¢me type
(F2) de la premiére couche germe (21) et une surface du deuxieme type (F2) de la deuxiéme couche germe (22) étant a l'interface avec
respectivement la face avant et la face arriere du substrat support.



